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OEM: Texas Instruments Diode 1N4454 Datasheet

. 1N4305, 1N4444, 1N4454
Planar-Silizium-Schaltdiode

Kleine Abmessungen

Extrem stabil und zuverldssig
1N4305 elektr. aquivalent mit 1N3063
1N4454 elektr, dquivalent mit 1N3064

Mechanische Daten®

Das glaspassivierte Silizium-Planar-Kristall ist in einem Glasgeh8use hermetisch abgeschlossen. Hoch-
temperaturverbindungsstellen zwischen Kristall- und Kontaktanschlissen garantieren fiir guten Kontakt
selbst bei extremsten Umweltbedingungen.
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Absolute Grenzwerte®
1N4305 1N4444 1N4454

Spitzensperrspannung BY BY
Sperrspannung 50 V
Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C -+ S0 mW -
Umgebungstemperatur (Bem. 1)

Lagerungstemperatur —65 °C bis 4200 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehéuse - 300 °C —
flir10 s

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 200 °C mit 2,85 mW/"C.

* JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte®* bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parametar Priifbedingungen 1M4305 1N4444 1N4454 Einh.
min max min max min max
Uery Durchbruchspannung Ig = 5 pA 75 70 75 W
Ig Reststrom Ug =50V 01 0,05 01 uwA
Ug=580V, Tys=150°C 100 50 100 pA
Up FluBspannung lp = 0,1 ma 044 0,55 v
Ig = 0,25 mA 0,505 0,575 W
lp =1 mh 055 065 056 068 v
lg = 2 mh 061 071 v
Ip = 10 mA 070 085 069 082 1 v
lp = 100 mA 085 1 v
guF Temperaturkoeffizient |p = 10 A bis 10 mA 3 mV/°C
FluBspannung (Bam. 2)
Cop Kapazitat Ur =0, f=1MHz 2 2 & pF
Betriebsdaten® bei 25 "C Umgebungstemperatur
Parameter Prifbedingungen 1N4305 1H4444 1N4454 Einh.
min max min max min max
| Sperrver- Ip = 10 mA, lpm = 10 mA, ire=1mA, 4 7 4 ns
zogerungszeit Ry = 100 2 (5. Bild 1) (Bed. 1)
lp=10mA, Ugp =6V,irr=1mA, 2 2 ns
Ry = 100 Q (5. Bild 1) (Bed. 2)
Urniresy FluB-Wiederkehr- g = 100 mé, Ry = 50 @ (s. Bild 2) 3 v
gpannung
7 Spannungs- Up=2V¥, Ry = 5kQ, Cr, = 20 pF, 45 4

richtverhaltnis

Zyonrce = 50 Q, f = 100 MHz

Bemerkung:

2. Der Temperaturkoeffizient ayp 126t sich durch folgende Formel berechnen:

Uy bei 150°C —

Up bei —55°C

XIUF =

150 °C — (—55 °C)

* JEDEC registriert.
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Parameter-MeBbedingungen®

0.2 pF Prufling
Eingang .—H—‘_@ Ausgang
10 k) 2,5 k)
. o
zum Einstellen von b=
0,1pF If = 10 mA -

Testschaltung
- I

Bedingung 1 Bedingung 2

UgiH ——

Bedingung 1: Einstellung von Ugin auf Iy = 10 mA

Bedingung 2: Einstellung von Uein auf Ug = 8 V

Eingangsspannungs-Impulsform Ausgangsstromkurven

Bild 1 — Sperrverzdgerungszait

Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert: Zaus = 50 £,
tr = 0.5 ns, tp = 100 ns,

b) Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht.
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Parameter-MeBbedingungen®

Eingestellt guf

Eingang IF = 100 mA

Eingang

Prifling ,%

Testschaltung Spannungs-lmpulsform

Bild 2 — FluBwlederkahrspannung

Bemerkungen:

¢) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert: Zgns = 50 Q,
tr < 30 ns, tp = 100 ns, f = 5 bis 100 kHz.

d) Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht:
tr= 15 ns, Retn = 1 MQ, Coin < 5 pF.

* JEDEC registriert.
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